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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
Essais mécaniques et climatiques

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CElY La CEl a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisati

du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant
sont représentés dans chaque comité d’études.

de la présente Norme internationale peuvent faire
analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour

la CEl 60749 est issue de la deuxiéme édition (1996)
47/1402/RVD], de son amendement1 (2000) [documents

Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par les
amendements 1 et 2.

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera
pas modifié avant 2010. A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
»+ amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
Mechanical and climatic test methods

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of/the TKC is to promote

entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested with may

participate in this preparatory work. International, governmental and non-go Ilalsmg
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closeh
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined the two

organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical
international consensus of opinion on the relevant subjects since—e
from all interested National Committees.

of standards, technical specifications, technical repomts\o
Committees in that sense.

4) In order to promote international unificatio
Standards transparently to the maximum
divergence between the IEC Standard and
indicated in the latter.

6) Attention is drawn to thenpossiility

International St@d
Semiconductor d e85

49 is based on the second edition (1996) [documents
its amendment 1 (2000) [documents 47/1477/FDIS and
2 (2001) [documents 47/1574/FDIS and 47/1576/RVD].

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by
amendments 1 and 2.

Annex A forms an integral part of this standard.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will
remain unchanged until 2010. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

+ withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
Essais mécaniques et climatiques

CHAPITRE 1: GENERALITES

1 Domaine d’application et objet

La présente Norme internationale donne la liste des méthodes d’essais applicables aux
dispositifs a semiconducteurs (dispositifs discrets et circuits intégrés), parmi lesquelles on peut
effectuer un choix. Toutefois, des méthodes d’essais supplémentdires\ peuvent étre
nécessaires pour les dispositifs n’ayant pas de cavité interne.

cours de sa fabrication.

Cette norme a tenu compte, dans la mesure du possible, deAa

Au cas ou il y aurait contradiction e
derniére prévaudrait.

qui y est faite, constitueh

Au moment de IIiction, <
est sujet a révisior ét e i

sont invitées a redl ité d’appliquer les éditions les plus récentes des
documents normgtifs \e s. Les membres de la CEl et de I'lISO possédent le

chaleur humide

CEl 60068-2-6:1995, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Fc: Vibrations
(sinusoidales)

CEIl 60068-2-7:1983, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Ga et guide:
Accélération constante

CEI 60068-2-11:1981, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Ka: Brouillard salin

CEIl 60068-2-13:1983, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai M: Basse pression
atmosphérique

CEl 60068-2-14:1984, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai N: Variations de
température
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
Mechanical and climatic test methods

CHAPTER 1: GENERAL

1 Scope and object

This International Standard lists test methods applicable to semiconductor devices (discrete
devices and integrated circuits) from which a selection may be made. However, additional test
methods may be required for non-cavity devices.

NOTE A non-cavity device is a device in which enclosing or encapsulating material 4 dptact with all

The object of this standard is to establish uniform preferred
for stress levels for judging the environmental propertie

In case of contradiction between this standard and
govern.

2 Normative references

agreements based on thi c iona andard are encouraged to investigate the possibility
of applying the most re iti Qf t mative documents indicated below. Members of
IEC and ISO ma aflid International Standards.

IEC 60068-1:1988,EN q ing — Part 1: General and guidance

IEC 60068-2-11:1981, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ka: Salt mist
IEC 60068-2-13:1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test M: Low air pressure

IEC 60068-2-14:1984, Environmental testing — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature
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CEI 60068-2-17:1994, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Q: Etanchéité
CEI 60068-2-20:1979, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai T: Soudure

CEl 60068-2-21:1983, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai U: Robustesse des
sorties et des dispositifs de fixation

CEl 60068-2-45:1980, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai XA et guide:
Immersion dans les solvants de nettoyage

CEIl 60068-2-47:1982, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Fixation de composants,
matériels et autres articles pour essais dynamiques tels que chocs (Ea), secousses (Eb),
vibrations (Fc et Fd) et accélération constante (Ga) et guide

CEIl 60068-2-48:1982, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Guide st ilisation des

Yés d'essai —
Section 2: Essai au braleur-aiguille

CEIl 60747-1:1983, Dispositifs a semiconducteurs —
Premiere partie: Généralités

et circuits intégrés —

CEl 60748-1:1984, Dispositifs a se
Généralités

égrés — Premiere partie:

température: comprise entre 15 °C et 35 °C;

humidité relative: comprise entre 45 % et 75 %, s’il y a lieu;
pression atmosphérique: comprise entre 86 kPa et 106 kPa (860 mbar et 1060 mbar).

Mais toutes les mesures électriques et les reprises suivies de mesures doivent étre effectuées
dans les conditions atmosphériques suivantes:

température: (25+£5) °C
humidité relative: comprise entre 45 % et 75 %, s’il y a lieu;
pression atmosphérique: comprise entre 86 kPa et 106 kPa (860 mbar et 1060 mbar).

Les essais d’arbitrage doivent étre effectués dans les conditions atmosphériques suivantes:

température: (25 1) °C
humidité relative: comprise entre 48 % et 52 %;
pression atmosphérique: comprise entre 86 kPa et 106 kPa (860 mbar et 1060 mbar).
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